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全旁路保护晶体硅太阳电池组件

(57)摘要

本实用新型涉及一种全旁路保护晶体硅太

阳电池组件，由上至下依次包括封装玻璃层、第

一层封装材料层、晶体硅太阳电池串、第二层封

装材料层及背板层，其特征在于，晶体硅太阳电

池串由N片用于将吸收的太阳能转化为对外输出

的电能的晶体硅太阳能电池片一串联而成，N≥

2，每片晶体硅太阳能电池片一上并联有仅作为

PN结使用的晶体硅太阳能电池片二。本实用新型

极大减少了现有晶体硅太阳电池组件由于阴影

遮挡造成的功率损失，提升了晶体硅组件在有阴

影遮挡下的发电量。
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1.一种全旁路保护晶体硅太阳电池组件，由上至下依次包括封装玻璃层、第一层封装

材料层、晶体硅太阳电池串、第二层封装材料层及背板层，其特征在于，晶体硅太阳电池串

由N片用于将吸收的太阳能转化为对外输出的电能的晶体硅太阳能电池片一串联而成，N≥

2，每片晶体硅太阳能电池片一上并联有仅作为PN结使用的晶体硅太阳能电池片二。

2.如权利要求1所述的一种全旁路保护晶体硅太阳电池组件，其特征在于，所述晶体硅

太阳能电池片二的体积远小于所述晶体硅太阳能电池片一的体积。

3.如权利要求1所述的一种全旁路保护晶体硅太阳电池组件，其特征在于，所述晶体硅

太阳能电池片一的正面及背面的尺寸范围为125mm×125mm～200mm×200mm，厚度范围为

100μm～200μm；所述晶体硅太阳能电池片二的正面及背面的边长范围为1cm～2cm，面积范

围为1cm2～4cm2。

4.如权利要求1所述的一种全旁路保护晶体硅太阳电池组件，其特征在于，所述晶体硅

太阳能电池片二通过对废旧的晶体硅太阳能电池片切割处理得到。

5.如权利要求1所述的一种全旁路保护晶体硅太阳电池组件，其特征在于，所述晶体硅

太阳能电池片一的正面主栅与所述晶体硅太阳能电池片二的背面主栅纵向对齐，且通过正

面焊带焊接连接；所述晶体硅太阳能电池片一的背面主栅与所述晶体硅太阳能电池片二的

正面主栅纵向对齐，且通过背面焊带焊接连接。

6.如权利要求5所述的一种全旁路保护晶体硅太阳电池组件，其特征在于，所述晶体硅

太阳能电池片二位于所述晶体硅太阳能电池片一的角部，通过所述正面焊带及所述背面焊

带将所述晶体硅太阳能电池片二与所述晶体硅太阳能电池片一连接成为整体。
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全旁路保护晶体硅太阳电池组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种全旁路保护晶体硅太阳电池组件。

背景技术

[0002] 光伏组件在户外发电环境中很可能表面出现阴影遮挡。当一个或几个太阳电池片

被遮挡，其他电池片未被遮挡时，被遮挡的电池片不仅不能发电而且会成为热电阻阻碍消

耗其他正常电池片所产生的电能。这样导致整个组件的输出功率大幅下降。

[0003] 目前为了减少光伏组件在阴影下的损失，一个光伏组件中的电池片被分成3个子

电池串，每个子电池串会在接线盒处并联一个旁路二极管。当子电池串中出现被阴影遮挡

的电池片时，整个子电池串的输出功率出现下降，旁路二极管两端的电压变大，一旦达到旁

路二极管的导通电压旁路二极管被导通，整个子电池串被短路。其他正常的两个子电池串

的电流就会通过旁路二极管输出到负载，而不必再通过被遮挡的子电池串被消耗掉。

[0004] 但目前的旁路保护技术只能对子电池串进行保护，并不能对组件中的每个电池片

进行保护。子电池串中有很多个电池片，当其中一个或几个出现遮挡时并联在此子电池串

上的旁路二极管就会被导通。虽然保护了其他两个子电池串，但是也导致了此电池串中没

被阴影遮挡的电池片的功率损失。现有方法不能最大化地有效保护部分电池片出现阴影遮

挡时的组件输出功率。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是：实现对晶体硅太阳电池组件中每个电池片的旁路保护，使

得组件内某个电池片被遮挡时，不会引起其他未被遮挡的电池片的功率损失。

[0006] 为了达到上述目的，本实用新型的技术方案是提供了一种全旁路保护晶体硅太阳

电池组件，由上至下依次包括封装玻璃层、第一层封装材料层、晶体硅太阳电池串、第二层

封装材料层及背板层，其特征在于，晶体硅太阳电池串由N片用于将吸收的太阳能转化为对

外输出的电能的晶体硅太阳能电池片一串联而成，N≥2，每片晶体硅太阳能电池片一上并

联有仅作为PN结使用的晶体硅太阳能电池片二。

[0007] 优选地，所述晶体硅太阳能电池片二的体积远小于所述晶体硅太阳能电池片一的

体积。

[0008] 优选地，所述晶体硅太阳能电池片一的正面及背面的尺寸范围为125mm×125mm～

200mm×200mm，厚度范围为100μm～200μm；所述晶体硅太阳能电池片二的正面及背面的边

长范围为1cm～2cm，面积范围为1cm2～4cm2。

[0009] 优选地，所述晶体硅太阳能电池片二通过对废旧的晶体硅太阳能电池片切割处理

得到。

[0010] 优选地，所述晶体硅太阳能电池片一的正面主栅与所述晶体硅太阳能电池片二的

背面主栅纵向对齐，且通过正面焊带焊接连接；所述晶体硅太阳能电池片一的背面主栅与

所述晶体硅太阳能电池片二的正面主栅纵向对齐，且通过背面焊带焊接连接。
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[0011] 优选地，所述晶体硅太阳能电池片二位于所述晶体硅太阳能电池片一的角部，通

过所述正面焊带及所述背面焊带将所述晶体硅太阳能电池片二与所述晶体硅太阳能电池

片一连接成为整体。

[0012] 与现有普通光伏组件对比，本实用新型可以完全起到对每个电池片在阴影遮挡下

的旁路保护作用。极大减少了现有晶体硅太阳电池组件在3个旁路二极管保护下，由于阴影

遮挡造成的一串电池片，两串电池片甚至全部电池片的功率损失。本实用新型极大地提升

了晶体硅组件在有阴影遮挡下的发电量。更进一步，实用新型中的晶体硅太阳能电池片二

来源于从废旧电池片，不仅起到废料回收利用的作用，而且充分利用了组件空白区域，提高

组件表面的利用率。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型实施例的晶体硅电池片正面连接示意图；

[0014] 图2为本实用新型实施例的晶体硅电池片背面连接示意图；

[0015] 图3为本实用新型实施例的晶体硅电池组件内部电池片串连示意图；

[0016] 图4为本实用新型实施例的晶体硅电池电气连接关系原理图。

[0017] 附图标记说明：1-正面焊带，12-背面焊带；大电池片的：2-正面主栅，22-背面主

栅，3-绒面，4-n型区，5-p型区，6-铝背场；小电池片的：7-正面主栅，72-背面主栅，11-绒面，

13-n型区，14-p型区，15-铝背场；8-边框，9-大电池片，10-小电池片。

具体实施方式

[0018] 下面结合具体实施例，进一步阐述本实用新型。应理解，这些实施例仅用于说明本

实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解，在阅读了本实用新型讲授的内容

之后，本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改，这些等价形式同样落于本申

请所附权利要求书所限定的范围。

[0019] 本实用新型提供了一种全旁路保护晶体硅太阳电池组件，从上至下包括：封装玻

璃层、第一层封装材料层、晶体硅太阳电池串、第二层封装材料层，背板层。

[0020] 封装玻璃层为厚度为3.2mm±0.3mm的低铁压花钢化玻璃或其他钢化玻璃，对太阳

光直射投射比大于90％。

[0021] 所述第一层封装材料层和第二层封装材料层的材料为EVA或POE或其他封装材料。

背板层的材料为TPT等其他材料

[0022] 在本实用新型公开的晶体硅太阳电池串中，如图1及图2所示，每个大电池片9均反

向并联一个小电池片10，小电池片10起到旁路二极管的作用。之后每个大电池片9相互串

联，形成晶体硅太阳电池串。

[0023] 大电池片9为单晶硅太阳电池或多单晶硅太阳电池，大电池片9的正面及背面的尺

寸范围为125mm×125mm～200mm×200mm，厚度范围为100μm～200μm。在本实施例中，大电池

片9为带圆角的晶硅太阳电池，其尺寸为125mm×125mm或者156mm×156mm，厚度为180μm～

200μm。

[0024] 小电池片10为从废旧电池片上或正常电池片切割下来的电池片，小电池片10的边

长范围为1cm～2cm，面积范围为1cm2～4cm2。所述废旧电池片可以是废旧的单晶硅电池片或
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者多晶硅电池片。在本实施例中，小电池片10为等腰直角三角形形状电池片，其直角边边长

范围为1cm～2cm，面积范围为1cm2～4cm2。最优化的其斜边为弧形，圆角半径与大电池片9的

相同。

[0025] 每个大电池片9先反向并联一个小电池片10，具体并联方法为：

[0026] 步骤1、将小电池片10从废旧电池片上切割下来后，将小电池片10的正反面颠倒。

[0027] 步骤2、将大电池片9的正面主栅2和小电池片10的背面主栅72纵向对齐后，用正面

焊带1将大电池片9正面和小电池片10背面进行焊接，如图1所示。

[0028] 将大电池片9的背面主栅22和小电池片10的正面主栅7纵向对齐后，用背面焊带12

将大电池片9的背面和小电池片10的正面进行焊接，如图2所示。

[0029] 随后每个大电池片9相互串联，形成晶体硅太阳电池串，具体串联方法为：

[0030] 一个大电池片9的正面焊带1与下一个大电池片9的背面焊带12相连，形成串联结

构，如图3所示。

[0031] 每个大电池片9相互串联形成晶体硅太阳电池串后，晶体硅电池组件内部电池片

电气串连关系原理图如图4所示。

[0032] 本实用新型从现有太阳电池制造工艺流程和理论模拟分析出发，特别是对废旧电

池片进行切割处理，然后将切下的小电池片进行正反面颠倒放置，将晶硅大电池片和小电

池片沿着正面和背面主栅用焊带连接，形成一种并联结构。这一结构使得小电池片成为大

电池片的一个并联的PN结，在大电池片被遮挡时，小电池片被导通，对大电池片起到旁路保

护作用。本实用新型的小电池片来源于从废旧电池片或正常的电池片，不仅起到废料回收

利用的作用，而且充分利用了组件空白区域，提高组件表面的利用率。该实用新型不仅满足

目前的生产工艺流程，适合生产，而且附带成本较低。该实用新型旁路保护作用极好，极大

地减少了组件在阴影遮挡下的功率损失。

[0033] 为了解决上述问题，本实用新型采用的技术方案是：本实用新型所述的晶体硅太

阳电池串中每个大电池片均反向并联一个小片电池片，起到旁路二极管的作用。之后每个

大电池片相互串联，形成电池串。
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图1

图2
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图3

图4
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